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Les auteurs développent un outil de caractérisation optoélectronique sans contact des cellules solaires en 

couches minces en établissant une corrélation entre deux techniques d'imagerie de luminescence 

différentes : l’imagerie hyperspectrale (HI) et la microscopie confocale à balayage (SCM). Ces techniques 

d’imagerie sont capables de mesurer des paramètres photovoltaïques clefs tels que les cartographies 

d’énergie du gap [2] [3], le rendement quantique externe [1] et l’espacement des quasi-niveaux de Fermi 

(Δμ) [4][5].  

Dans un premier temps, les auteurs ont obtenu par SCM des cartographies micrométriques de déclin de 

photoluminescence résolue en temps (TRPL) sur une cellule solaire CIGS. Deux temps de vie de porteurs 

minoritaires ont été extraits, attribués à des centres de recombinaisons directs pour l’un, et à des événements 

de piégeages par des défauts métastables profonds pour l’autre, comme cela a pu être établi. [6], et ont pu 

permettre d’en faire la cartographie. 

D'autre part, une cartographie sans contact de la valeur absolue de Δμ a été réalisée par imagerie 

hyperspectrale sur la même cellule, selon une méthode décrite [7].  

Cette cartographie de Δμ a pu être corrélée à la cartographie de densité des pièges profonds.  

Un modèle théorique est développé permettant de quantifier la densité des défauts profonds métastables par 

cette méthode expérimentale purement optique. 

Cette approche originale permet donc une meilleure compréhension des fluctuations spatiales de Δμ 

induites par les fluctuations locales des propriétés de transport et, notamment, d’identifier les zones 

spatiales gouvernées par des défauts localisés à l’avant de l’absorbeur. 
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